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Metoda ablacji laserowej (PLD, Pulsed Laser Deposition) pozwala uzyskiwac
stechiometryczne cienkie warstwy na wybranych podtozach. Jednym z najwazniejszych
parametrow tej technologii jest cisnienie tlenu w komorze ablacyjnej. W trakcie procesu PLD
cisnienie tlenu wptywa na ksztatt wigzki plazmy osadzanego materiatu, a takze na
wbudowywanie sie tlenu do osadzanych warstw. Zawarto$¢ tlenu w warstwie zmienia sie
réwniez w trakcie schfadzania po zakonczeniu procesu ablacji, co wymaga zaprojektowania
odpowiedniego profilu schtadzania w zadanym cisnieniu.

W przedstawionej pracy zaprezentujemy wyniki osadzania cienkich warstw o réznej grubosci
nadprzewodnika wysokotemperaturowego La,.xSrxCuQOs z niskim domieszkowaniem strontu
X. Oméwione tez zostang wyniki badan powierzchni warstw przy pomocy mikroskopu
skaningowego (SEM, Scanning Electron Microscope) oraz wyniki pomiaréw zaleznosci
temperaturowych oporu w zakresie ultraniskich temperatur. Obie te techniki badan
wymagajg uzycia pomp wysokoprézniowych w celu osiggniecia doktadnosci wynikow
pozwalajacych na interpretacje.



